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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部データラインの各々からデータを受信するよう構成され、かつ、データ入出力ピン
の各々に連結される複数のデータ出力回路と、
　複数の第１及び第２外部印加制御信号に応答して、対応する前記データ入出力ピンの各
々を駆動する前記複数のデータ出力回路のサブセットの各々を選択的にイネーブルするデ
ータ出力制御回路とを備え、
　前記データ出力制御回路は、
　前記複数の第１外部印加制御信号に応答してテストモードコマンド信号及び読出し命令
を発生させるコマンドデコーダと、
　前記複数の第２外部印加制御信号のうちの一つに応答して、複数のグループ制御信号の
うちの一つを各々発生する複数の書込み禁止信号入力バッファ回路と、
　前記コマンドデコーダ及び前記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路に連結され、前
記テストモードコマンド信号、前記読出し命令、及び前記複数のグループ制御信号に応答
して前記複数のデータ出力回路のサブセットを選択的にイネーブルするデータ出力選択回
路と、を備え、
　前記データ出力選択回路は、前記複数のグループ制御信号を受信し、前記複数のグルー
プ制御信号のうち一つに各々応答して複数の出力制御信号を各々発生し、
　前記複数のデータ出力回路のサブセットの各々は、前記複数の出力制御信号のうちの一
つを各々受信してイネーブル又はディセーブルされ、
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　前記複数の第２外部印加制御信号の各々は、
　ノーマルモードでは、書き込み禁止信号としてメモリセルへのデータ書込みの禁止／許
可を前記複数のデータ出力回路のサブセット別に制御するために使用され、
　読出しテスト時では、前記複数のデータ出力回路のサブセットの各々を順次イネーブル
するように制御するために使用されることを特徴とするメモリ装置。
【請求項２】
　前記データ出力制御回路は、
　前記複数のデータ出力回路のサブセットが各々対応する前記データ入出力ピンに選択的
にハイインピーダンスを提供することを特徴とする請求項１に記載のメモリ装置。
【請求項３】
　前記データ出力選択回路は、
　前記コマンドデコーダによって発生する前記読出し命令に応答して、前記複数のデータ
出力回路の全体にイネーブル信号を印加する第１出力制御回路と、
　前記複数のグループ制御信号の一つである第１グループ制御信号を受信し、前記複数の
データ出力回路の第１サブセットのための、前記複数の出力制御信号の一つである第１出
力制御信号を発生する第２出力制御回路と、
　前記複数のグループ制御信号の他の一つである第２グループ制御信号を受信し、前記複
数のデータ出力回路の第２サブセットのための、前記複数の出力制御信号の他の一つであ
る第２出力制御信号を発生する第３出力制御回路と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載のメモリ装置。
【請求項４】
　前記データ出力制御回路は、
　前記コマンドデコーダによって発生する前記テストモードコマンド信号に応答して、前
記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路をイネーブルする書込み禁止信号入力バッファ
制御回路をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のメモリ装置。
【請求項５】
　前記書込み禁止信号入力バッファ制御回路は、
　前記コマンドデコーダからのデータ書込み命令に応答して、第１書込み禁止信号入力バ
ッファ制御信号を出力する制御信号発生回路と、
　前記第１書込み禁止信号入力バッファ制御信号及び前記テストモードコマンド信号を論
理的に結合し、前記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路に第２書込み禁止信号入力バ
ッファ制御信号を各々印加する論理回路と、
をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載のメモリ装置。
【請求項６】
　前記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路の各々は、
　第１状態の第２書込み禁止信号入力バッファ制御信号に応答して、前記複数の第２外部
印加制御信号のうち一つを基準電圧と比較し、前記複数のグループ制御信号のうち一つを
出力する電圧比較回路と、
　第２状態の前記第２書込み禁止信号入力バッファ制御信号に応答して、前記複数のグル
ープ制御信号のうち一つをグラウンド電圧の信号とする出力制御回路と、
を備えることを特徴とする請求項５に記載のメモリ装置。
【請求項７】
　前記複数のデータ出力回路の各々は、
　前記内部データラインからデータを受信し、前記データ出力制御回路から前記出力制御
信号を受信し、それに応答して外部クロック信号に同期する同期データ信号を発生するＤ
Ｑバッファ回路と、
　前記同期データ信号に応答して前記入出力ピンを駆動するドライバ回路と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載のメモリ装置。
【請求項８】
　ダブルデータレート同期式ランダムアクセスメモリとして動作される請求項１に記載の
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メモリ装置。
【請求項９】
　内部データラインの各々からデータを受信するよう構成され、かつデータ入出力ピンの
各々に連結される複数のデータ出力回路を備えるメモリ装置のテスト方法において、
　対応する前記各データ入出力ピンでロードを駆動する前記複数のデータ出力回路のサブ
セットを選択的にイネーブルするように前記メモリ装置に複数の第１および第２外部印加
制御信号を印加する段階を含み、
　前記複数のデータ出力回路の第１及び第２サブセット各々の第１及び第２データ出力回
路に連結される前記入出力ピンを外部データラインに共通に連結する段階と、
　前記複数の第１及び第２外部印加制御信号に応答して前記第１及び第２データ出力回路
を択一的にイネーブルし、前記メモリ装置の第１及び第２の内部データラインのいずれか
一方からのデータを有するように前記外部データラインを駆動する段階と、
をさらに含み、
　前記複数の第１及び第２外部印加制御信号に応答して前記第１及び第２データ出力回路
を択一的にイネーブルする段階は、
　前記複数の第１外部印加制御信号に応答して、前記メモリ装置のコマンドデコーダから
テストモードコマンド信号を発生する段階と、
　前記テストモードコマンド信号に応答して前記メモリ装置の複数の書込み禁止信号入力
バッファ回路をイネーブルする段階と、
　前記複数の第１外部印加制御信号に応答して、前記コマンドデコーダから第１読出し命
令を発生させる段階と、
　前記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路のうち第１書込み禁止信号入力バッファ回
路に入力される前記複数の第２外部印加制御信号のうち第１の第２外部印加制御信号に応
答して、第１グループ制御信号を遷移する段階と、
　前記第１読出し命令及び前記第１グループ制御信号の遷移に応答して、前記複数のデー
タ出力回路の第１サブセットをイネーブルし、第１セットの内部データラインからのデー
タを有するように前記外部データラインのセットを駆動する段階と、
　前記複数の第１外部印加制御信号に応答して、前記コマンドデコーダから第２読出し命
令を発生させる段階と、
　前記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路のうち第２書込み禁止信号入力バッファ回
路に入力される前記複数の第２外部印加制御信号のうち第２の第２外部印加制御信号に応
答して、第２グループ制御信号を遷移する段階と、
　前記第２読出し命令及び前記第２グループ制御信号の遷移に応答して、前記複数のデー
タ出力回路の第２サブセットをイネーブルし、第２セットの内部データラインからのデー
タを有するように前記外部データラインのセットを駆動する段階と、
を含み、
　前記複数の第２外部印加制御信号の各々は、
　ノーマルモードでは、書き込み禁止信号としてメモリセルへのデータ書込みの禁止／許
可を前記複数のデータ出力回路のサブセット別に制御するために使用され、
　読出しテスト時では、前記複数のデータ出力回路のサブセットの各々を順次イネーブル
するように制御するために使用されることを特徴とするメモリ装置のテスト方法。
【請求項１０】
　前記第１データ出力回路は、
　前記第２データ出力回路がイネーブルされる時、前記外部データラインにハイインピー
ダンスを提供することを特徴とする請求項９に記載のメモリ装置のテスト方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はメモリ装置及びそのテスト方法に係り、特に、テスト効率を向上させるための
内部回路を有するメモリ装置及びそのテスト方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　一般的に、半導体メモリ装置は使用者に販売される前に工場でテスト装置によってあら
かじめその不良の有無が検査される。従来のテスト装置の一例が特許文献１に開示されて
いる。一方、上記テスト装置が半導体メモリ装置を検査するのにかかる時間は製品コスト
を上昇させる直接的な要因として作用している。したがって、検査時間を短縮させるため
の多くの努力が行われている。
　製品の検査項目を減らすのは難しいので、全体の検査時間を減らすために一般的に複数
の製品が並列にテストされる。その結果、一つのテスト装置によって同時にテストできる
製品の数に比例してテスト時間が減少する。
【０００３】
　半導体メモリ装置には、２進データを入出力するための多数のデータ入出力ピン及び半
導体メモリ装置の制御のための多数の制御ピンが備えられている。このような半導体メモ
リ装置の検査のために、テスト装置の入出力ピンは半導体メモリ装置のデータ入出力ピン
及び制御ピンと連結される。ここで、制御ピンに印加される制御信号は、各製品に共通に
適用される信号であるので、テスト装置の制御信号出力ピンには多数の製品の制御ピンが
共通に連結される。したがって、半導体メモリ装置の制御ピン数は、同時に検査できる製
品数には影響を与えない。しかし、半導体メモリ装置のデータ出力信号は、各製品によっ
て違うので、検査される全ての製品のデータ入出力ピンはテスト装置の入出力ピンに１：
１に連結されなければならない。したがって、各製品のデータ入出力ピン数によって同時
に検査できる製品数が決定される。
【０００４】
　半導体メモリ装置は、一回に入出力できる２進データの個数によってＸ４、Ｘ８、Ｘ１
６製品に分類される。Ｘ４製品は４個のデータ入出力ピンを備え、一回に４個のデータを
処理できる。Ｘ８製品は８個のデータ入出力ピンを備え、一回に８個のデータを処理でき
る。また、Ｘ１６製品は１６個のデータ入出力ピンを備え、一回に１６個のデータを処理
できる。
　ここで、Ｘ１６製品のデータ入出力ピン数は、Ｘ８製品のデータ入出力ピン数の２倍で
あるので、一つのテスト装置で同時に検査できるＸ１６製品数はＸ８製品数に比べて半分
に減少する。
　一般的なＸ１６半導体メモリ装置がテスト装置に連結された状態が図１に示されている
。
【０００５】
　図１は、従来のＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ）がテスト装置に連結された状態を示すブロック図である。
　図１に示すように、多数のＸ１６ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ１０各々の制御信号入力ピン１１
はＤＲＡＭテスト装置２０の制御信号入力ピン２１各々に共通に連結される。また、Ｘ１
６ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ１０各々のデータ入出力ピン１２は、ＤＲＡＭテスト装置２０のデ
ータ入出力ピン２２各々に１：１に連結される。Ｘ１６ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ１０はＤＲＡ
Ｍテスト装置２０から出力される制御信号によってデータ入出力ピン１２を通じて当該デ
ータをＤＲＡＭテスト装置２０のデータ入出力ピン２２に出力したり、またはデータ入出
力ピン２２から出力されるデータを入力したりする。
【０００６】
　ＤＲＡＭテスト装置２０はデータ入出力ピン２２に入力されるデータを検査して、当該
ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの不良の有無をチェックする。
図１のように、従来はＸ１６ＤＤＲＳＤＲＡＭのデータ入出力ピン１２の全てがＤＲＡＭ
テスト装置２０のデータ入出力ピン２２に各々１：１に連結されるので、同時に検査でき
るＸ１６ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの数が同時に検査できるＸ８ＤＤＲＳＤＲＡＭの数に比べて
極めて限定される。
【０００７】
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　図２は、図１に示すＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの内部回路を示すブロック図である。
　図２で、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの内部回路３０は内部回路決定部３１、コマンドデコーダ
３２、制御信号発生部３３、第１及び第２入力バッファ３４，３５、ＤＱ（Ｄａｔａ　ｉ
ｎｐｕｔ/ｏｕｔｐｕｔ）バッファ制御部３６、第１及び第２書込み制御部３７，３８、
複数のＤＱバッファ３９及び複数のドライバ４０を備える。内部回路決定部３１は、所定
の制御信号ＰＩＮＯＵＴを出力してＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの入出力データピン数及びそれに
よる内部回路を決定する。コマンドデコーダ３２は、外部から入力される制御信号Ｃ０，
Ｃ１，．．．ＣＸに応答して複数の制御命令を出力する。
【０００８】
　制御信号発生部３３は、コマンドデコーダ３２から出力されるデータ書込み命令ＷＲＩ
ＴＥに応答して制御信号ＰＢＵＦＥＮを活性化させて出力する。制御信号ＰＢＵＦＥＮは
、第１及び第２入力バッファ３４，３５をターンオンまたはターンオフするための信号で
ある。
　第１及び第２入力バッファ３４，３５は、制御信号ＰＢＵＦＥＮが活性化されるとター
ンオンされる。第１及び前記第２入力バッファ３４，３５は外部から入力される書込み禁
止信号ＵＤＭ，ＬＤＭに応答して、各々制御信号ＵＤＭＴ，ＬＤＭＴを活性化する。制御
信号ＵＤＭＴ，ＬＤＭＴによって第１及び第２書込み制御部３７，３８が動作する。
【０００９】
　第１及び第２書込み制御部３７，３８は、各々８個ずつのデータ入出力ピン１２に入力
されるデータの書込み動作を制御する。より詳細に説明すると、第１書込み制御部３７は
、制御信号ＵＤＭＴが非活性状態である時、第１書込み制御部３７によって制御される８
個のデータ入出力ピン１２に入力されるデータがメモリセル（図示せず）に書込まれなく
する。また、制御信号ＬＤＭＴが非活性状態である時、第２書込み制御部３８は第２書込
み制御部３８によって制御される８個のデータ入出力ピン１２に入力されるデータのメモ
リセルへの書込みを防止する。
【００１０】
　ここで、第１及び前記第２入力バッファ３４，３５、第１及び前記第２書込み制御部３
７，３８及び前記制御信号発生部３３はＤＤＲ　ＳＤＲＡＭのテスト動作では使われず、
ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭのデータ書込みＷＲＩＴＥ動作で使われる。ＤＱバッファ制御部３６
は、コマンドデコーダ３２から出力されるデータ読出しし命令ＲＥＡＤに応答して制御信
号ＰＴＲＳＴを出力する。制御信号ＰＴＲＳＴはデータ読出しし命令ＲＥＡＤに応答して
イネーブルされ、所定時間が過ぎればディセーブルされる。制御信号ＰＴＲＳＴがイネー
ブルされれば、データ入出力ピン１２からデータが出力される。
【００１１】
　複数のＤＱバッファ３９は、複数のドライバ４０を介してデータ入出力ピン１２に各々
連結される。複数のＤＱバッファ３９各々は制御信号ＰＩＮＯＵＴによってオン・オフさ
れる。結局、制御信号ＰＩＮＯＵＴによってデータの入出力に使われるＤＱバッファ３９
の数が決定され、データ入出力ピン１２の数が決定される。
　また、制御信号ＰＴＲＳＴがイネーブルされれば、複数のＤＱバッファ３９がメモリセ
ルのデータ、すなわち、内部データライン１４上に生成されたデータＤＯ０，ＤＯ１，Ｄ
Ｏ３，．．．ＤＯ１５を外部クロック信号に同期して内部信号を発生する。
【００１２】
　複数のドライバ４０各々は内部信号を受信し、データ入出力ピン１２を介してデータＤ
Ｑ０，ＤＱ１，ＤＱ３，．．．ＤＱ１５を出力する。
　複数のＤＱバッファ３９及び複数のドライバ４０は、制御信号ＰＴＲＳＴがディセーブ
ルされれば、ハイインピーダンス状態に遷移し、データＤＱ０，ＤＱ１，ＤＱ３，．．．
ＤＱ１５を出力しない。
【００１３】
　一方、大きな外部ロードキャパシタンスについて高速にデータＤＯ０，ＤＯ１，ＤＯ３
，．．．ＤＯ１５を出力するために、複数のドライバ４０はデータ入出力ピン１２に増加
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された電流ソーシング／シンキング能力を提供する。複数のドライバ４０はデータＤＯ０
，ＤＯ１，ＤＯ３，．．．ＤＯ１５をデータ入出力ピン１２を介してデータＤＱ０，ＤＱ
１，ＤＱ３，．．．ＤＱ１５に出力する。
【００１４】
　図３は、テストモードでの図２に示されたＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの信号を示すタイミング
図である。テストモードでコマンドデコーダ３２がクロック信号ＣＬＫに同期してデータ
読出し命令ＲＥＡＤを出力すれば、ＤＱバッファ制御部３６はデータ読出し命令ＲＥＡＤ
に応答して制御信号ＰＴＲＳＴをイネーブルする。
　制御信号ＰＴＲＳＴがイネーブルされると、ＤＱバッファ３９がターンオンされてドラ
イバ４０を制御し、ドライバ４０を介してデータＤＱ０，ＤＱ１，．．．ＤＱ１５が出力
される。ここで、制御信号発生部３３と第１及び第２入力バッファ３４，３５とはＤＤＲ
　ＳＤＲＡＭのテストモードでは使用されないので、制御信号ＰＢＵＦＥＮは非活性状態
である。
【００１５】
　また、書込み禁止信号ＵＤＭ，ＬＤＭが非活性状態であるので、制御信号ＵＤＭＴ，Ｌ
ＤＭＴも非活性状態である。前述したように、従来のＤＤＲ　ＳＤＲＡＭはデータ入出力
ピンをテスト装置のデータ入出力ピンと各々１：１に連結して使用するので、同時に検査
できる製品の数が限定される。
　したがって、一つのテスト装置で同時に検査できる半導体メモリ装置の数を増加させる
ためには、半導体メモリ装置のデータ入出力ピン数を減少させる必要がある。
【特許文献１】米国特許第５，１５７,６６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明が解決しようとする課題は、データ出力ピンのセットがテスティング構成で共通
に連結されることを許すように、データ出力回路のサブセットが選択的にイネーブルされ
うるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭのようなメモリ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記課題を達成するために、本発明の実施例で、メモリ装置は各々の内部データライン
からデータを受信する回路と各々のデータ入出力ピンに連結される回路である複数のデー
タ出力回路とを含む。前記メモリ装置は、外部印加制御信号に応答して、各々に対応する
データ入出力ピンを駆動する複数のデータ出力回路のサブセットを選択的にイネーブルす
るデータ出力制御回路をさらに含む。前記データ出力制御回路は、選択的に複数のデータ
出力回路のサブセットが各々対応するデータ入出力ピンにハイインピーダンスを提供する
ように動作できる。前記複数のデータ出力回路のサブセットに各々対応する前記データ入
出力ピンはテスト構成で共通に連結される。
【００１８】
　本発明の追加の実施例で、データ出力制御回路は第１外部印加制御信号に応答してテス
トモードコマンド信号及び読出し命令を発生させるコマンドデコーダと、前記コマンドデ
コーダに連結され、前記テストモードコマンド信号、前記読出し命令、及び第２外部印加
制御信号に応答して前記複数のデータ出力回路のサブセットを選択的にイネーブルするデ
ータ出力選択回路とを含む。前記データ出力選択回路は複数のグループ制御信号を受信し
、前記グループ制御信号のうちの一つに各々応答して出力制御信号を各々発生するデータ
出力制御回路と、複数の外部印加書込み禁止信号のうちの一つを各々受信し、グループ制
御信号のうちの一つを各々発生する複数の書込み禁止信号入力バッファ回路を含む。前記
複数のデータ出力回路のサブセットの各々は、前記出力制御信号のうちの一つを各々受信
するように構成でき、前記出力制御信号に応答してイネーブルされ、ディセーブルされる
よう動作する。追加の実施例によれば、前記データ出力制御回路は前記コマンドデコーダ
によって発生する読出し命令に応答して、前記複数のデータ出力回路の全体にイネーブル
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信号を印加する第１出力制御回路と、第１グループ制御信号を受信し、前記複数のデータ
出力回路の第１サブセットのための第１グループイネーブル信号を発生する第２出力制御
回路と、第２グループ制御信号を受信し、前記複数のデータ出力回路の第２サブセットの
ための第２グループイネーブル信号を発生する第３出力制御回路とを含む。
【００１９】
　本発明の他の実施例で、前記データ出力制御回路は前記コマンドデコーダによって発生
するテストモードコマンド信号に応答して、前記複数の書込み禁止信号入力バッファをイ
ネーブルする書込み禁止信号入力バッファ制御回路をさらに備える。前記書込み禁止信号
入力バッファ制御回路は、前記コマンドデコーダからのデータ書込み命令に応答して、書
込み禁止信号入力バッファ制御信号を出力する制御信号発生回路と、前記書込み禁止信号
入力バッファ制御信号及び前記テストモードコマンド信号を論理的に結合し、前記複数の
書込み禁止信号入力バッファ回路に書込み禁止信号入力バッファ制御信号を各々印加する
論理回路とを含む。
【００２０】
　前記複数の書込み禁止信号入力バッファ回路の書込み禁止信号入力バッファ回路は、第
１状態の第１書込み禁止信号入力バッファ制御信号に応答して、書込み禁止信号を基準電
圧と比較し、第１グループ制御信号を出力する電圧比較回路を含む。前記書込み禁止信号
入力バッファ回路は、第２状態の前記第１書込み禁止信号入力バッファ制御信号に応答し
て、前記第１グループ制御信号をグラウンド電圧の信号となるようにする出力制御回路を
さらに含む。前記複数のデータ出力回路のデータ出力回路は、内部データラインからデー
タを受信し、前記データ出力制御回路から出力制御信号を受信し、それに応答して外部ク
ロック信号に同期される同期データ信号を発生するＤＱバッファ回路と、前記同期データ
信号に応答して入出力ピンを駆動するドライバ回路とを含む。
【００２１】
　本発明はメモリ装置をテスティングする方法として実現できる。特に、本発明の実施例
で、各々の内部データラインから各々データを受信する回路とメモリ装置の各々の入出力
ピンに各々連結される回路である複数のデータ出力回路とを備えるメモリ装置は、前記メ
モリ装置が各々対応するデータ入出力ピンにロードを駆動する前記複数のデータ出力回路
のサブセットを選択的にイネーブルするように制御信号を印加することによってテストさ
れる。複数のデータ出力回路の第１及び第２サブセット各々の第１及び第２データ出力回
路に連結される入出力ピンは、一つの外部データラインに共通に連結される。前記第１及
び第２データ出力回路は前記制御信号に応答して択一的にイネーブルし、前記メモリ装置
の第１及び第２の他の内部データラインからのデータを有するように前記外部データライ
ンを駆動する。前記第１データ出力回路は、前記第２データ出力回路がイネーブルされる
時、前記外部データラインにハイインピーダンスを提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明のテスト効率を向上させるための内部回路を有する半導体メモリ装置及びそのテ
スト方法によれば、テスト装置に連結される半導体メモリ装置のデータ入出力ピン数を減
少させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施例を説明することによって、本
発明を詳細に説明する。各図面に付された同一参照符号は同一部材を表わす。
【００２４】
　図４は、本発明の実施例によるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの一部のブロック図である。図４に
示すように、内部回路１００はコマンドデコーダ１１０と、外部の書込み禁止信号ＤＭ１
，ＤＭ２を受信する第１及び第２書込み禁止信号入力バッファ１３０，１４０を制御する
書込み禁止信号入力バッファ制御部１２０と、データ出力選択回路１５０を含むデータ出
力制御回路１０１とを含む。第１及び第２データ出力装置１６０，１７０はＤＱバッファ
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回路１６１，１７１とドライバ１６２、１７２とを含むデータ出力回路の第１及び第２セ
ットを含む。
【００２５】
　また、内部回路１００は、内部回路決定部３１と、第１書込み制御部３７及び第２書込
み制御部３８とをさらに備える。メモリセル、センスアンプのようなメモリ装置の他の部
分は説明を簡略化するために図示されておらず、当業者に周知の前記他の部分の動作は詳
細説明を省略する。ここで、前述の説明はＤＤＲ　ＳＤＲＡＭに関連するが、本発明はメ
モリを含むハイブリッド装置を含む他のメモリ装置にも適用されうる。
【００２６】
　コマンドデコーダ１１０は、外部の制御信号を入力するための複数の制御信号入力ピン
３１０を含む。コマンドデコーダ１１０は制御信号入力ピン３１０を介して外部の制御信
号Ｃ０，Ｃ１，．．．ＣＸの入力に応答し、複数の内部制御命令を出力する。ここで、外
部の制御信号Ｃ０，Ｃ１，．．．ＣＸはチップ選択信号／ＣＳ、ローアドレスストローブ
信号／ＲＡＳ、カラムアドレスストローブ信号／ＣＡＳ及び記録イネーブル信号／ＷＥを
含む。複数の内部制御命令は（前記メモリ装置がテストモードであるかの可否を表わす）
ＭＲＳ命令ＭＲＳ、データ読出し命令ＲＥＡＤ、データ書込み命令ＷＲＩＴＥを含む。Ｍ
ＲＳ命令ＭＲＳは、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭをノーマルモードまたはテストモードに転換させ
る。書込み禁止信号入力バッファ制御部１２０は、ＭＲＳ命令ＭＲＳに応答して制御信号
ＰＢＰＵＢを活性化する。制御信号ＰＢＰＵＢは、第１書込み禁止信号入力バッファ１３
０及び第２書込み禁止信号入力バッファ１４０を制御する。第１書込み禁止信号入力バッ
ファ１３０及び第２書込み禁止信号入力バッファ１４０は、制御信号ＰＢＰＵＢが活性化
される時にターンオンされる。
【００２７】
　第１書込み禁止信号入力バッファ１３０及び第２書込み禁止信号入力バッファ１４０は
、制御信号入力ピン３２０を介して入力される第１及び第２書込み禁止信号ＤＭ１，ＤＭ
２に応答して、各々第１及び第２グループ制御信号ＤＭＴ１，ＤＭＴ２を生成する。
　データ出力選択回路１５０は、第１出力制御部１５１と、第２出力制御部１５２及び第
３出力制御部１５３とを含む。第１出力制御部１５１は、コマンドデコーダ１１０から出
力されるデータ読出し命令ＲＥＡＤに応答して第１出力制御信号ＰＴＲＳＴを生成する。
第１出力制御信号ＰＴＲＳＴは、データ読出し命令ＲＥＡＤに応答してイネーブルされ、
所定時間が過ぎればディセーブルされる。第２出力制御部１５２にＭＲＳ命令ＭＲＳ及び
第１グループ制御信号ＤＭＴ１が入力され、第３出力制御部１５３にはＭＲＳ命令ＭＲＳ
及び第２グループ制御信号ＤＭＴ２が入力される。
【００２８】
　第２出力制御部１５２は、ＭＲＳ命令ＭＲＳが入力され、第１グループ制御信号ＤＭＴ
１が活性化されることによって第２出力制御信号ＲＤＤＭ１を活性化する。
　第３出力制御部１５３は、ＭＲＳ命令ＭＲＳが入力され、第２グループ制御信号ＤＭＴ
２が活性化されることによって第３出力制御信号ＲＤＤＭ２を活性化する。
　第１データ出力装置１６０は、第１ＤＱバッファ１６１及び第１ドライバ１６２を各々
含む第１セットのデータ出力回路１６３を含む。第２データ出力装置１７０は、第２ＤＱ
バッファ１７１及び第２ドライバ１７２を各々含む第２セットのデータ出力回路１７３を
含む。
【００２９】
　また、第１データ出力装置１６０に第１入出力ピングループ３３０が連結され、第２デ
ータ出力装置１７０に第２入出力ピングループ３４０が連結される。
　第１入出力ピングループ３３０は、複数個の第１データ入出力ピン３３１を含み、第２
入出力ピングループ３４０は複数個の第２データ入出力ピン３４１を含む。
　テスト時に、第１入出力ピングループ３３０及び第２入出力ピングループ３４０の各々
のデータ入出力ピン３３１，３４１は共通の外部データラインによってテスト装置に連結
される。
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　したがって、データ読出しテスト時には入出力ピングループ別に分けてデータ読出しテ
ストを反復し、データ書込みテスト時には全体グループを一回でデータ書込みを行う。
【００３０】
　第１ＤＱバッファ１６１は、第１及び第２出力制御信号ＰＴＲＳＴ，ＲＤＤＭ１と、内
部データライン１６５の第１グループ内部データＤＯ０ＤＯ７及び外部クロック信号を論
理演算して所定の制御信号ＤＯＫＰ，ＤＯＫＮ（図９参照）を各々出力する。
　第１ドライバ１６２は、制御信号ＤＯＫＰ，ＤＯＫＮによって第１グループデータＤＱ
０ＤＱ７を出力し、またはハイインピーダンス状態となると、データＤＱ０ＤＱ７を出力
しない。
　ドライバがハイインピーダンス状態に変われば、ハイインピーダンス状態のドライバが
データを出力しないので、ドライバはハイインピーダンス状態ではない他のドライバに連
結されるデータ入出力ピンから出力されるデータには影響を与えない。
【００３１】
　第２ＤＱバッファ１７１もやはり、第１及び第３出力制御信号ＰＴＲＳＴ，ＲＤＤＭ２
と、内部データライン１７５の第２グループ内部データＤＯ８ＤＯ１５及び外部クロック
信号とを論理演算して所定の制御信号ＤＯＫＰ，ＤＯＫＮ（図９参照）を各々生成する。
第２ドライバ１７２は、制御信号ＤＯＫＰ，ＤＯＫＮによって第２グループデータＤＱ８
ＤＱ１５を出力し、またはハイインピーダンス状態となると、第２グループデータＤＱ８
ＤＱ１５を出力しない。
【００３２】
　ここで、第１ＤＱバッファ１６１及び前記第１ドライバ１６２は、第２出力制御信号Ｒ
ＤＤＭ１が活性状態である時、第１グループデータＤＱ０ＤＱ７を出力する。
　第２出力制御信号ＲＤＤＭ１が非活性状態となれば、第１出力制御信号ＰＴＲＳＴが活
性状態であっても第１ＤＱバッファ１６１及び前記第１ドライバ１６２はハイインピーダ
ンス状態となる。
【００３３】
　第２ＤＱバッファ１７１及び前記第２ドライバ１７２もやはり、第３出力制御信号ＲＤ
ＤＭ２が活性状態である時、第２グループデータＤＱ８ＤＱ１５を出力する。
　第３出力制御信号ＲＤＤＭ２が非活性状態となれば、第１出力制御信号ＰＴＲＳＴが活
性状態であっても第２ＤＱバッファ１７１及び第２ドライバ１７２はハイインピーダンス
状態となる。
　第１または第２ドライバ１６２，１７２は、第１または第２グループ内部データＤＯ０
ＤＯ７，ＤＯ８ＤＯ１５が外部の大きなロードキャパシタ（図示せず）に高速に出力させ
るように、大きな電流駆動能力を有する。
【００３４】
　ここで、ＤＲＡＭ内部回路は、非常に小さな電流だけにしか耐えられないので、ＤＲＡ
Ｍ内部のデータを外部の大きなロードキャパシタに出力するためには、外部に伝送する前
にその電流量を増加しなければならない。
　したがって、第１及び第２ドライバ１６２，１７２のように大きな電流駆動能力を有し
た回路によってＤＲＡＭ内部のデータは電流量が増加し、出力される。
　内部回路決定部３１と、第１及び第２書込み制御部３７，３８の構成及び具体的な動作
は、前述したものと同一であるので、説明は省略する。
【００３５】
　図４では第１データ出力部１６０及び第２データ出力部１７０だけを例として説明した
が、第１データ出力部１６０は多数の第１サブデータ出力部を含み、第２データ出力部１
７０も、多数の第２サブデータ出力部をさらに含んでもよい。
　この時、第２出力制御部１５２は、多数の第１サブデータ出力部を制御するために多数
の第２サブ出力制御部をさらに含んでもよい。
【００３６】
　また、第３出力制御部１５３も、多数の第２サブデータ出力部を制御するために多数の
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第３サブ出力制御部をさらに含んでもよい。
　ここで、第１書込み禁止信号入力バッファ１３０は、多数の第２サブ出力制御部を制御
するために多数の第２グループ制御信号を出力する。第２書込み禁止信号入力バッファ１
４０も、多数の第３サブ出力制御部を制御するために多数の第３グループ制御信号を出力
する。
【００３７】
　図５は、図４に示された内部回路の典型的な動作を示すタイミングチャートである。
　図５で、テスト装置によって多数の外部入力信号／ＣＳ，／ＲＡＳ，／ＣＡＳ，／ＷＥ
が制御信号入力ピン３１０に入力されれば、コマンドデコーダ１１０はＤＤＲ　ＳＤＲＡ
Ｍのテストモード進入のためのＭＲＳ命令ＭＲＳを出力する。
　ＭＲＳ命令ＭＲＳが受信されることによって、書込み禁止信号入力バッファ制御部１２
０は制御信号ＰＢＰＵＢを活性化し、制御信号ＰＢＰＵＢが活性化されることによって第
１及び第２書込み禁止信号入力バッファ１３０，１４０がターンオンされる。
　この後、テスト装置によってデータ読出しのための多数の外部入力信号／ＣＳ，／ＲＡ
Ｓ，／ＣＡＳ，／ＷＥが入力されれば、コマンドデコーダ１１０は第１データ読出し命令
ＲＥＡＤを出力する。
【００３８】
　第１データ読出し命令ＲＥＡＤによって、第１出力制御部１５１は第１出力制御信号Ｐ
ＴＲＳＴを所定時間イネーブルして出力する。
　また、テスト装置によって第１及び第２書込み禁止信号入力バッファ１３０，１４０に
第１及び第２書込み禁止信号ＤＭ１，ＤＭ２が入力される。第１及び第２書込み禁止信号
ＤＭ１，ＤＭ２はＤＤＲ　ＳＤＲＡＭのデータ入出力ピンから出力されるデータを多数の
グループに分類し、各グループ別に順次データを読出すために使われる制御信号である。
【００３９】
　したがって、第１書込み禁止信号ＤＭ１が活性化されれば、第１ＤＱバッファ１６１及
び第１ドライバ１６２によって第１グループデータＤＱ０～ＤＱ７が出力され、第２書込
み禁止信号ＤＭ２が活性化されれば、第２ＤＱバッファ１７１及び第２ドライバ１７２に
よって第２グループデータＤＱ８～ＤＱ１５が出力される。図５ではデータＤＱ０～ＤＱ
７が出力された後、データＤＱ８～ＤＱ１５が出力されることが示される。
【００４０】
　テスト装置によって第１書込み禁止信号ＤＭ１が活性状態となり、第２書込み禁止信号
ＤＭ２が非活性状態となれば、第１書込み禁止信号入力バッファ１３０は第１グループ制
御信号ＤＭＴ１を活性化する。この時、第２書込み禁止信号入力バッファ１４０は第２書
込み禁止信号ＤＭ２が非活性状態であるので、第２グループ制御信号ＤＭＴ２を非活性状
態に出力する。
【００４１】
　また、第１グループ制御信号ＤＭＴ１が活性化されることによって、第２出力制御部１
５２は第２出力制御信号ＲＤＤＭ１を活性化する。第３出力制御部１５３は第２グループ
制御信号ＤＭＴ２が非活性状態であるので、第３出力制御信号ＲＤＤＭ２を非活性状態に
出力する。第１ＤＱバッファ１６１及び第１ドライバ１６２は第２出力制御信号ＲＤＤＭ
１が活性化されることによって、データＤＱ０～ＤＱ７を出力する。
【００４２】
　しかし、図５に示すように、第２ＤＱバッファ１７１及び第２ドライバ１７２は第３出
力制御信号ＲＤＤＭ２が非活性状態であるので、ハイインピーダンス状態となり、データ
ＤＱ８～ＤＱ１５を出力しない。
　この後、コマンドデコーダ１１０が第２データ読出しし命令ＲＥＡＤを出力し、テスト
装置によって非活性状態の第１書込み禁止信号ＤＭ１及び活性状態の第２書込み禁止信号
ＤＭ２が入力される。
【００４３】
　第１データ読出し動作と同様に、第２書込み禁止信号ＤＭ２が活性化され、第２グルー
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プ制御信号ＤＭＴ２及び第３出力制御信号ＲＤＤＭ２が活性化されて、第２ＤＱバッファ
１７１及び第２ドライバ１７２はデータＤＱ８～ＤＱ１５を出力する。
　この時、第１ＤＱバッファ１６１及び第１ドライバ１６２は第２出力制御信号ＲＤＤＭ
１が非活性状態であるので、ハイインピーダンス状態となり、データＤＱ０～ＤＱ７を出
力しない。
【００４４】
　図６は、図４に示された書込み禁止信号入力バッファ制御部の詳細なブロック回路図で
ある。
　図６のように、書込み禁止信号入力バッファ制御部１２０は、制御信号発生部１２１及
び論理回路１２２を含む。制御信号発生部１２１の構成及び具体的な動作は図２に示す制
御信号発生部３３と同一であるので、その詳細説明は省略する。
【００４５】
　論理回路１２２は、制御信号発生部１２１から出力される制御信号ＰＢＵＦＥＮ及びコ
マンドデコーダ１１０から出力されるＭＲＳ命令ＭＲＳを論理演算して制御信号ＰＢＰＵ
Ｂを出力する。論理回路１２２は望ましくＮＯＲゲートとするのがいい。
　ここで、論理回路１２２は、制御信号ＰＢＵＦＥＮが“ハイ”でも“ロー”でも良く、
テストモードでＭＲＳ命令ＭＲＳが“ハイ”であるので、常に“ロー”の制御信号ＰＢＰ
ＵＢを出力する。したがって、ＭＲＳ命令ＭＲＳが入力されれば、第１及び第２書込み禁
止信号入力バッファ１３０，１４０がターンオンされる。
【００４６】
　図７は、図４に示された第１及び第２書込み禁止信号入力バッファの詳細なブロック回
路図である。
　図７に示すように、第１及び第２書込み禁止信号入力バッファ１３０，１４０は電圧比
較回路１３１及び出力制御回路１３２を備える。
　電圧比較回路１３１は、制御信号ＰＢＰＵＢに応答して基準電圧ＶＲＥＦと第１電圧レ
ベルを有する書込み禁止信号ＤＭ１またはＤＭ２の電圧レベルとを比較して電位差による
第２電圧レベルを有する制御信号ＤＭＴ１またはＤＭＴ２をノードＮＯＤＥ１に出力する
。電圧比較回路１３１は、望ましく差動増幅器でとするのがよい。電圧比較回路１３１は
、第１及び第２ＰＭＯＳ負荷トランジスタＰ1，Ｐ２と、第１及び第２ＮＭＯＳ差動トラ
ンジスタＮ１，Ｎ２と、ＰＭＯＳスイッチングトランジスタＰ３と、負荷Ｒとを備える。
【００４７】
　第１及び第２ＰＭＯＳ負荷トランジスタＰ1，Ｐ２は、電流ミラーを構成する。
　第１及び第２ＮＭＯＳ差動トランジスタＮ１，Ｎ２は、所定の基準電圧ＶＲＥＦと、第
１電圧レベルを有する書込み禁止信号ＤＭ１またはＤＭ２とを各々ゲート入力として受取
って電圧レベルを比較してノードＮＯＤＥ１に第２電圧レベルを有する制御信号ＤＭＴ１
またはＤＭＴ２を出力する。
【００４８】
　基準電圧ＶＲＥＦは、別途の基準電圧発生回路（図示せず）から発生する信号であって
、一定の電圧レベルを有するＰＭＯＳスイッチングトランジスタＰ３は、制御信号ＰＢＰ
ＵＢに応答して差動増幅器の動作をオン／オフさせる。ＰＭＯＳスイッチングトランジス
タＰ３は、第１及び第２ＰＭＯＳ負荷トランジスタＰ1，Ｐ２のソースにドレインが連結
され、内部電圧ＶＤＤにソースが連結され、制御信号ＰＢＰＵＢをゲート入力する。出力
制御回路１３２は、電圧比較回路１３１がオフ状態である時、制御信号ＤＭＴ１またはＤ
ＭＴ２をグラウンドレベルで出力させる。
【００４９】
　出力制御回路１３２は、望ましくＮＭＯＳトランジスタＮ３とするのがよい。ＮＭＯＳ
トランジスタＮ３は、ノードＮＯＤＥ１にドレインが連結され、グラウンドにソースが連
結され、制御信号ＰＢＰＵＢがゲート入力される。ここで、第１書込み禁止信号入力バッ
ファ１３０と前記第２書込み禁止信号入力バッファ１４０との差異は、電圧比較回路１３
１に入力される書込み禁止信号と、ノードＮＯＤＥ１に出力される制御信号とが違うこと
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である。
【００５０】
　より詳細に説明すれば、電圧比較回路１３１に入力される書込み禁止信号が第１書込み
禁止信号入力バッファ１３０である場合には、第１書込み禁止信号ＤＭ１であり、第２書
込み禁止信号入力バッファ１４０である場合には、第２書込み禁止信号ＤＭ２である。ま
た、ノードＮＯＤＥ１に出力される信号が第１入力バッファ１３０である場合には、第１
グループ制御信号ＤＭＴ１であり、第２書込み禁止信号入力バッファ１４０である場合に
は、第２グループ制御信号ＤＭＴ２である。
【００５１】
　このように構成された第１入力バッファ１３０の動作を以下説明する。
　書込み禁止信号入力バッファ制御部１２０（図４参照）から制御信号ＰＢＰＵＢが“ロ
ー”に出力されれば、ＰＭＯＳスイッチングトランジスタＰ３がターンオンされて電圧比
較回路１３１がターンオンされる。電圧比較回路１３１は基準電圧ＶＲＥＦと第１電圧レ
ベルを有する第１書込み禁止信号ＤＭ１の電圧レベルとを比較してノードＮＯＤＥ１に第
２電圧レベルを有する第１グループ制御信号ＤＭＴ１を出力する。
　この時、出力制御回路１３２は、制御信号ＰＢＰＵＢが“ロー”であるので、ターンオ
フされる。一方、制御信号ＰＢＰＵＢが“ハイ”であれば、電圧比較回路１３１がターン
オフされ、出力制御回路１３２がターンオンされてノードＮＯＤＥ１はグラウンド電圧レ
ベルに接近する。
【００５２】
　図８は、図４に示す第２及び第３出力制御部の詳細図である。
　図８のように、第２及び第３出力制御部１５２，１５３はＮＡＮＤゲート５１及びイン
バータ５２，５３を備える。ＮＡＮＤゲート５１は書込み禁止信号入力バッファ１３０ま
たは１４０（図４参照）から出力される制御信号ＤＭＴ１またはＤＭＴ２とＭＲＳ命令Ｍ
ＲＳとを論理演算し、インバータ５２，５３はＮＡＮＤゲート５１の出力信号を論理演算
して制御信号ＲＤＤＭ１またはＲＤＤＭ２を出力する。
【００５３】
　ここで、第２出力制御部１５２と前記第３出力制御部１５３との差異点は、ＮＡＮＤゲ
ート５１に入力される信号と、インバータ５３から出力される信号とが違うということで
ある。より詳細に説明すれば、ＮＡＮＤゲート５１に入力される信号が、第２出力制御部
１５２である場合には、第１グループ制御信号ＤＭＴ１であり、第３出力制御部１５３で
ある場合には、第２グループ制御信号ＤＭＴ２である。
　また、インバータ５３から出力される信号が、第２出力制御部１５２である場合には、
第２出力制御信号ＲＤＤＭ１であり、第３出力制御部１５３である場合には、第３出力制
御信号ＲＤＤＭ２である。
【００５４】
　図９は、図４に示す第１及び第２ＤＱバッファと第１及び第２ドライバの詳細回路図で
ある。
　図９で、第１及び第２ＤＱバッファ１６１，１７１は第１論理回路６０、第２論理回路
７０、第３論理回路８０を備える。
　第１論理回路６０は、制御信号ＲＤＤＭ１またはＲＤＤＭ２と第１出力制御信号ＰＴＲ
ＳＴとを外部クロック信号ＣＬＫＤＱと共に論理演算し、一対の内部制御信号ＴＲＳＴＢ
，ＴＲＳＴを出力する。第１論理回路６０はＮＡＮＤゲート６１、伝送ゲート６２及びイ
ンバータ６３，６４，６５を含む。ＮＡＮＤゲート６１は制御信号ＲＤＤＭ１またはＲＤ
ＤＭ２と第１出力制御信号ＰＴＲＳＴとを論理演算する。
【００５５】
　伝送ゲート６２のゲート各々には外部クロック信号ＣＬＫＤＱと外部クロックバー信号
ＣＬＫＤＱＢとがそれぞれ入力される。外部クロックバー信号ＣＬＫＤＱＢは、外部クロ
ック信号ＣＬＫＤＱがインバータ６３を介して反転された信号である。伝送ゲート６２は
外部クロック信号ＣＬＫＤＱ及び外部クロックバー信号ＣＬＫＤＱＢによってターンオン
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【００５６】
　インバータ６４は、伝送ゲート６２を介してＮＡＮＤゲート６１から受信される信号を
反転させて第１内部制御信号ＴＲＳＴを出力する。また、インバータ６５は、第１内部制
御信号ＴＲＳＴを反転させて第２内部制御信号ＴＲＳＴＢを出力する。
　第２論理回路７０は、データＤＯが外部クロック信号に同期するように、データＤＯを
外部クロック信号ＣＬＫＤＱと論理演算して内部データＤＯ１を出力する。
　第２論理回路７０は、インバータ７１，７３，７４及び伝送ゲート７２を含む。インバ
ータ７１はデータＤＯを反転させる。
【００５７】
　伝送ゲート７２のゲート各々には外部クロック信号ＣＬＫＤＱと外部クロックバー信号
ＣＬＫＤＱＢとがそれぞれ入力される。外部クロックバー信号ＣＬＫＤＱＢは外部クロッ
ク信号ＣＬＫＤＱがインバータ６３を介して反転された信号である。
　伝送ゲート７２は、外部クロック信号ＣＬＫＤＱ及び外部クロックバー信号ＣＬＫＤＱ
Ｂによってターンオンされる。
【００５８】
　インバータ７３は、伝送ゲート７２を介してインバータ７１から出力される信号を反転
させて内部データＤＯ１を出力する。また、インバータ７４は内部データＤＯ１を反転さ
せてインバータ７３に入力させる。第３論理回路８０は第１及び２内部制御信号ＴＲＳＴ
，ＴＲＳＴＢ各々と内部データＤＯ１とを論理演算して制御信号ＤＯＫＮ，ＤＯＫＰを出
力する。第３論理回路８０はＮＯＲゲート８１、ＮＡＮＤゲート８３及びインバータ８２
，８４を含む。
【００５９】
　ＮＯＲゲート８１は第２内部制御信号ＴＲＳＴＢと前記内部データＤＯ１とを論理演算
し、インバータ８２はＮＯＲゲート８１の出力信号を反転させて、制御信号ＤＯＫＰを出
力する。また、ＮＡＮＤゲート８３は、第１内部制御信号ＴＲＳＴと内部データＤＯ１と
を論理演算し、インバータ８４はＮＡＮＤゲート８３の出力信号を反転させて、制御信号
ＤＯＫＮを出力する。
　ここで、第１ＤＱバッファ１６１と前記第２ＤＱバッファ１７１との差異点は、ＮＡＮ
Ｄゲート６１とインバータ７１とに入力される信号が違うということである。
【００６０】
　より詳細に説明すれば、ＮＡＮＤゲート６１に入力される信号が、第１ＤＱバッファ１
６１である場合には、第１出力制御信号ＲＤＤＭ１であり、第２ＤＱバッファ１７１であ
る場合には、第２出力制御信号ＲＤＤＭ２である。
　また、インバータ７１に入力される信号が、第１ＤＱバッファ１６１である場合には、
第１グループ内部データＤＯ０ＤＯ７であり、第２ＤＱバッファ１７１である場合には、
第２グループ内部データＤＯ８ＤＯ１５である。第１及び第２ドライバ１６２，１７２は
各々ＰＭＯＳトランジスタ９１及びＮＭＯＳトランジスタ９２を含む。ＰＭＯＳトランジ
スタ９１は、制御信号ＤＯＫＰをゲート入力し、内部電圧ＶＤＤにソースが連結され、出
力ノードＮＯＵＴにドレインが連結される。
【００６１】
　ＮＭＯＳトランジスタ９２は、制御信号ＤＯＫＮをゲート入力し、グラウンドにソース
が連結され、出力ノードＮＯＵＴにドレインが連結される。制御信号ＤＯＫＰ，ＤＯＫＮ
によってＰＭＯＳトランジスタ９１及び前記ＮＭＯＳトランジスタ９２が各々制御され、
出力ノードＮＯＵＴにデータＤＱが出力される。
　制御信号ＤＯＫＰ，ＤＯＫＮによるデータＤＱの状態を表で示せば、次のようになる。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
　＜表１＞に示したように、制御信号ＤＯＫＮが“ロー”であり、制御信号ＤＯＫＰが“
ハイ”である場合、出力ノードＮＯＵＴはハイインピーダンス状態となってデータＤＱは
出力されない。
　ここで、第１と第２ドライバ１６２，１７２との差異点は、出力ノードＮＯＵＴに出力
される信号が違うということである。
　出力ノードＮＯＵＴに出力される信号が、第１ドライバ１６２である場合には、第１グ
ループデータＤＱ０～ＤＱ７であり、第２ドライバ１７２である場合には、第２グループ
データＤＱ８～ＤＱ１５である。
【００６４】
　図１０は、本発明によるテスト効率を向上させるための内部回路を有するＤＤＲ　ＳＤ
ＲＡＭがテスト装置に連結される状態を示すブロック図である。
　図１０に示すように、テスト装置２００には多数の制御信号出力ピン２１０，２２０及
び多数のデータ入出力ピン２３０が備えられる。
　ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ３００には多数の制御信号入力ピン３１０，３２０及び多数の入出
力ピングループ３３０，３４０が備えられる。入出力ピングループ３３０，３４０各々は
多数のデータ入出力ピン３３１，３４１を含む。テストのために、入出力ピングループ３
３０のデータ入出力ピン３３１及び入出力ピングループ３４０のデータ入出力ピン３４１
は相互に導線によって連結される。
【００６５】
　多数の制御信号出力ピン２１０には多数のＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ３００の制御信号入力ピ
ン３１０が共通に連結され、制御信号出力ピン２２０には制御信号入力ピン３２０が共通
に連結される。
　多数のデータ入出力ピン２３０には多数のＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ３００各々の一つのグル
ープ３３０または３４０の該当するデータ入出力ピン３３１または３４１だけが１：１に
各々連結される。
【００６６】
　前述したように、本発明によれば、データ入出力ピンの各グループ別にデータが出力さ
れるので、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの多数の入出力ピングループのうち、一つのグループのデ
ータ入出力ピンだけがテスト装置の入出力ピンに連結される。したがって、テスト装置に
連結されるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭのデータ入出力ピン数が減少するので、一つのテスト装置
で同時にテストできるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの数が増加する。
【００６７】
　図１１は、本発明によるテスト効率を向上させるための内部回路を有するＤＤＲ　ＳＤ
ＲＡＭのテスト過程を示すフローチャートである。
　フローチャート（１０００）は、次のような過程で実行される。多数の入出力ピンを、
第１及び第２入出力ピングループを含む入出力ピングループに区分する（１００１）。そ
して、第１入出力ピングループの各入出力ピンを残りの入出力ピングループの各入出力ピ
ン及び導線によって１：１に電気的に連結する（１００２）。
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【００６８】
　この後、第１入出力ピングループに対応する第１データ出力部を介してデータを読出す
（１００３）。ここで、第１データ出力部グループからデータが出力される時、残りのグ
ループのデータ出力部はハイインピーダンス状態となってデータが出力されない。
　また、第２入出力ピングループに対応する第２データ出力部を介してデータを読出す（
１００４）。ここでも、段階１００３と同様に、残りのグループのデータ出力部はハイイ
ンピーダンス状態となる。
【００６９】
　ついで、追加入出力ピングループ、すなわち、追加のデータ出力部グループが存在して
いるか否かがチェックされる（１００５）。追加入出力ピングループが存在する場合、当
該入出力ピングループに対応するデータ出力部を介してデータを読出テストが行われて段
階１００５にリターンされる。
　また、追加のデータ出力部グループが存在しない場合には、テストを終了する。
【００７０】
　図１２は、図１１に示されたフローチャートのテスト過程をより詳細に示すフローチャ
ートである。
　フローチャート（１１００）は、次のような過程で実行される。
　テスト装置によってＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの制御信号入力ピン３１０にテストモードの進
入のための制御信号ＣＯ，Ｃ１，．．．ＣＸが入力される（１１０１）。コマンドデコー
ダ１１０はテストモード進入のためのＭＲＳ命令ＭＲＳを出力する（１１０２）。ＭＲＳ
命令ＭＲＳに応答して、入力バッファ制御部１２０から出力された制御信号ＰＢＰＵＢに
よって第１及び第２書込み禁止信号入力バッファ１３０，１４０がターンオンされる（１
１０３）。
【００７１】
　ついで、テスト装置によってデータ読出しのための制御信号がコマンドデコーダ１１０
に入力される（１１０４）。コマンドデコーダ１１０は第１データ読出しし命令ＲＥＡＤ
を出力する（１１０５）。テスト装置によって第１及び第２書込み禁止信号入力バッファ
１３０，１４０に第１及び第２書込み禁止信号ＤＭ１，ＤＭ２が各々入力される（１１０
６）。
【００７２】
　第１及び第２書込み禁止信号入力バッファ１３０，１４０は第１及び第２記入制御信号
ＤＭ１，ＤＭ２に応答して、第１及び第２グループ制御信号ＤＭＴ１，ＤＭＴ２を出力す
る。第２出力制御部１５２は、第１グループ制御信号ＤＭＴ１に応答して、第２出力制御
信号ＲＤＤＭ１を出力し、第３出力制御部１５３は、第２グループ制御信号ＤＭＴ２に応
答して、第３出力制御信号ＲＤＤＭ２を出力する。
【００７３】
　第２及び第３出力制御信号ＲＤＤＭ１，ＲＤＤＭ２によって、データが出力されるデー
タ出力部グループを除外した残りのデータ出力部グループが、ハイインピーダンス状態と
なる（１１０７）。
　データが出力される当該データ出力部グループからデータが出力される（１１０８）。
　この後、追加のデータ読出しのための制御信号のコマンドデコーダ１１０への入力有無
をチェックして入力される場合、段階１１０５にリターンして前記過程を反復して行う（
１１０９）。
　追加データ読出しのための制御信号が入力されない場合、データ読出しテストを終了す
る。
【００７４】
　本発明は、図面に示された実施例を参考として説明されたが、これは例示的なものに過
ぎず、当業者ならば、これから多様な変形及び均等な他の実施例が可能である。したがっ
て、本発明の真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲の技術的思想によって決めなければ
ならない。
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【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明のテスト効率を向上させるための内部回路を有する半導体メモリ装置及びそのテ
スト方法によれば、一つのテスト装置で同時にテストできる半導体メモリ装置の数を増加
させてテスト時間を短縮させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】従来のＤＤＲ　ＳＤＲＡＭがテスト装備に連結される状態を示すブロック図であ
る。
【図２】図１に示されたＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの内部回路を示すブロック図である。
【図３】図２に示されたＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの内部回路の主要入出力信号についてのタイ
ミングチャートである。
【図４】本発明の実施例によるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの内部回路を示すブロック図である。
【図５】図４に示された内部回路の典型的な動作を示すタイミングチャートである。
【図６】本発明の実施例による図４の回路についての典型的な書込み禁止信号入力バッフ
ァ制御部のブロック図である。
【図７】本発明の実施例による図４の回路についての典型的な第１及び第２書込み禁止信
号入力バッファのブロック図である。
【図８】本発明の実施例による図４の回路についての典型的な第２及び第３出力制御部の
ブロック図である。
【図９】本発明の実施例による図４の回路についての典型的な第１及び第２ＤＱバッファ
及び典型的な第１及び第２ドライバのブロック図である。
【図１０】本発明の実施例によるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ及びテスティング装置の連結を示す
ブロック図である。
【図１１】本発明の実施例によるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭについての典型的なテスト動作を示
すフローチャートである。
【図１２】本発明の追加の実施例によるＤＤＲ　ＳＤＲＡＭについての典型的なテスト動
作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７７】
　　　　３１　　内部回路決定部
　　　　３７，３８　　第１、第２書込み制御部
　　　１００　　内部回路
　　　１０１　　データ出力制御回路
　　　１１０　　コマンドデコーダ
　　　１２０　　書込み禁止信号入力バッファ制御部
　　　１３０，１４０　　第１、第２書込み禁止信号入力バッファ
　　　１５０　　データ出力選択回路
　　　１５１，１５２，１５３　　第１、第２、第３出力制御部
　　　１６０，１７０　　第１、第２データ出力装置
　　　１６１，１７１　　第１、第２ＤＱバッファ
　　　１６２，１７２　　第１、第２ドライバ
　　　１６３，１７３　　第１セット、第２セットのデータ出力回路
　　　１６５，１７５　　内部データライン
　　　３１０，３２０　　制御信号入力ピン
　　　３３０，３４０　　第１、第２入出力ピングループ
　　　３３１，３４１　　第１、第２データ入出力ピン
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